
Fig.1 XRD 2 -  patterns of 
deposited films with x=0-1 for 2θ
=40-80. 
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【緒言】反強誘電体は、エネルギー貯蔵能力を持つことからキャパシタ等の電子デバイスへの応

用が検討されている。2015年、ShimizuらによりNaNbO3にCaZrO3を固溶した (Na,Ca)(Nb,Zr)O3 に

おいて優れた反強誘電性が報告され、新たな反強誘電体材料候補として注目されている[1]。我々

のグループでは化学溶液堆積(CSD)法により薄膜を作製し、反強誘電性が現れることを報告した

[2]。しかし反強誘電相が安定化するための最適な CaZrO3 固溶量に関する検討は十分に行われて

いない。そこで本研究では、広い組成範囲で(Na,Ca)(Nb,Zr)O3薄膜を作製し、その結晶構造を調査

した。 

【実験方法】(1-x)NaNbO3–xCaZrO3薄膜は CSD 法で作製した。

まず、NaNbO3溶液と CaZrO3溶液を比率 xで混合し、原料溶液

とした。この溶液を(001)La:SrTiO3(La:STO)単結晶基板に塗布し、

回転速度 4000 rpm でスピンコートを行った。その後大気中で

140 C, 5分間の乾燥、450 C, 10分間の熱分解を行い、最後に

RTA炉を用いて酸素雰囲気中で 650 C, 10分間の結晶化処理を

行った。上述の工程を繰り返し膜厚約 200 nmの薄膜を作製し

た。得られた膜の結晶構造は X線回折(PANalytical X’pert Pro)

および走査透過型電子顕微鏡(JEOL JEM-ARM200F)によって

評価した。 

【結果】Figure 1は作製した薄膜の 2θ-回折パターンである。

異相や異配向は観測されずペロブスカイト構造由来のピーク

のみが観測された。薄膜の 003回折ピークの位置が xの増加に

伴い低角側へシフトしていることから、作製した薄膜は固溶体

であることがわかった。Figure 2は x=0.04の薄膜における広範

囲逆空間マップである。スポット状の回折ピークが観察された

ことから、作製した薄膜がエピタキシャル成長していることが

わかった。また、2θ=36.6, chi=18近傍に膜由来の回折スポッ

トが観測された。既往の研究よりこれは薄膜の{1 1 3/4}面に対

応するスポットと考えられ[1]、この結果は x=0.04 の薄膜に反

強誘電相が存在することを示している。 
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Fig.2 Wide-range reciprocal space 
map of the film with x=0.04. 
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